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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache
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05.11



betreffend das Patent 10 2009 029 577

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. StroR3ner, der Richter
Dipl.-Phys. Brandt und Dipl.-Phys. Dr. Friedrich sowie der Richterin Dr. Hoppe auf
die mundliche Verhandlung vom 13. Januar 2015

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 1.33 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 20. September 2012 / 11. Oktober 2012
wird aufgehoben und das Patent DE 10 2009 029 577 wird wider-

rufen.

Grinde

Die Anmeldung 10 2009 029 577 wurde am 18. September 2009 mit der Bezeich-
nung ,Verfahren zur Herstellung eines hochtemperaturfesten Leistungshalbleiter-

moduls® beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die Prufungsstelle fur Klasse HO1L hat auf den Stand der Technik gemal den

Druckschriften

P1 DE 10 2005 033 469 Al
P2 DE 10 2008 057 817 Al und
P3 DE 10 2006 045 939 Al



verwiesen und das Patent mit Beschluss vom 1. Dezember 2010 erteilt. Veroffent-
lichungstag der Patenterteilung ist der 28. April 2011.

Gegen das Patent hat die S... GmbH & Co KG mit Schriftsatz

vom 27. Juli 2011, per Telefax am selben Tag beim DPMA eingegangen, fristge-
recht Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang aus den
Grunden des § 21, Abs. 1 Nr. 1 PatG zu widerrufen, da sein Gegenstand nach den
88 1 bis 5 PatG nicht patentféhig sei, ndmlich nicht auf einer erfinderischen Tatig-
keit des Fachmanns beruhe. Zur Begriindung hat sie im Einspruchsschriftsatz auf
die Druckschriften

D1 DE 10 2006 045 939 Al

D2 EP 0 242 626 B1

D3 US 2004/0195696 Al

D4 US 2007/0015352 Al

D5 G. G. Harmann, Ch. E. Johnson: Wire Bonding to Advanced Copper,
Low-K Integrated Circuits, the Metal/Dielectric Stacks, and Materials
Considerations®, IEEE Transactions on Components and Packaging
Technologies, Bad 25, Nr. 4, Dez. 2002, S. 677 — 683

D6 DE 10 2008 057 817 Al

D7 DE 42 33073 Al

D8 DE 10 2006 009 159 Al

D9 DE 10 2005 033 469 Al

D10 DE 10 2006 046 851 Al

D11 DE 10 2005 016 650 A1

D12 DE 10 2005 030 247 Al und

D13 DE 10357 796 Al

verwiesen.



Die Patentinhaberin hat dem widersprochen und die Aufrechterhaltung des Pa-
tents im vollen Umfang beantragt. Zur Stitzung ihrer Argumentation hat sie noch

auf die Druckschriften

D14 DE 100 62 108 Al und
D15 DE 102007 010 242 A1

verwiesen.

In einer am 20. September 2012 durchgefiihrten Anhorung hat die Patentabtei-
lung 33 das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten. Ihre Entscheidung hat die
Patentabteilung mit einem auf den 11. Oktober 2012 datierten Beschluss schrift-
lich begriindet. In der elektronischen Akte des DPMA befinden sich hierzu meh-
rere Beschlisse in PDF-Dateien mit der Bezeichnung ,Aufrechterhaltung - Sig-
niert sowie mehrere Signaturdateien (,SIG“). Die Beschlussausfertigungen wur-

den den beiden Beteiligten am 15. Oktober 2012 zugestellt.

Gegen den Beschluss der Patentabteilung hat die Einsprechende mit Schriftsatz
vom 9. November 2012, per Telefax eingegangen am selben Tag, fristgerecht Be-

schwerde eingelegt und diese mit Schriftsatz vom 3. November 2014 begrindet.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 1.33 des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 20. September 2012 /
11. Oktober 2012 aufzuheben und das Patent 10 2009 029 577 zu

widerrufen.



Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin beantragt:

1. Hauptantrag

die Beschwerde zuriickzuweisen.

2.a) (Hilfsantrag 1)

Das Patent 10 2009 029 577 mit der Bezeichnung “Verfahren zur
Herstellung eines hochtemperaturfesten Leistungshalbleiter-
moduls® und

dem Anmeldetag 18. September 2009 beschrankt aufrechtzu-

erhalten auf der Grundlage folgender Unterlagen:
Patentanspriiche 1 bis 19, eingereicht am 13. Januar 2015,
Beschreibung gemaR Absétzen [0001] bis [0051] gemal3 der
Patentschrift DE 10 2009 029 577 B3 sowie
5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 12 gemald der Patent-
schrift DE 10 2009 029 577 B3

und die Beschwerde im Ubrigen zuriickzuweisen.

2. b) (Hilfsantrag 2)

Vorgenanntes Patent beschréankt aufrechtzuerhalten auf der

Grundlage folgender Unterlagen:

Patentanspriiche 1 bis 18, eingereicht am 13. Januar 2015,

vorgenannter Beschreibung und Zeichnungen,

und die Beschwerde im Ubrigen zuriickzuweisen.



2. ¢) (Hilfsantrag 3)

Vorgenanntes Patent beschrankt aufrechtzuerhalten auf der

Grundlage folgender Unterlagen:

Patentansprtiche 1 bis 17, eingereicht am 13. Januar 2015,

vorgenannter Beschreibung und Zeichnungen

und die Beschwerde im Ubrigen zuriickzuweisen.

Der erteilte und mit dem Hauptantrag verteidigte Patentanspruch 1 lautet bei
Korrektur der Druckfehler und der grammatikalischen Fehler des in der

Patentschrift abgedruckten Anspruchswortlauts :

,verfahren zur Herstellung eines Leistungshalbleitermoduls mit
den Schritten:

Bereitstellen eines Leistungshalbleiterchips (1), der einen Halb-
leiterkérper (10) mit einer Oberseite (10t) und einer Unterseite
(10b) aufweist, wobei auf die Oberseite eine obere Chipmetallisie-
rung (11) und auf die Unterseite (10b) eine untere Chipmetallisie-
rung (12) aufgebracht ist, und

wobei die obere Chipmetallisierung (11) und die untere Chipmetal-
lisierung (12) aus Kupfer oder aus einer Kupferlegierung beste-
hen;

Bereitstellen eines Substrates (2), das ein flaches Keramikplatt-
chen (20) mit einer Oberseite (20t) und einer Unterseite (20b)
aufweist, wobei auf die Oberseite (20t) eine obere Substratmetalli-
sierung (21) und auf die Unterseite (20b) eine untere Substratme-
tallisierung (22) aufgebracht ist, und wobei die obere Substratme-
tallisierung (21) und die untere Substratmetallisierung (22) aus

Kupfer oder aus einer Kupferlegierung bestehen;



Aufbringen einer ersten Oxidationsschutzschicht (13) auf die
obere Chipmetallisierung (11), so dass die erste Oxidations-
schutzschicht (13) zumindest einen Teil einer dem Halbleiterkor-
per (10) abgewandten Seite der oberen Chipmetallisierung (11 )
bedeckt;

Festlegen eines Chipmontagebereichs (1'), in dem der Leistungs-
halbleiterchip (1) mit der oberen Substratmetallisierung (21) ver-
bunden werden soll, auf der oberen Substratmetallisierung (21);
Aufbringen einer ersten Edelmetallschicht (24) auf die untere Sub-
stratmetallisierung (22), so dass die erste Edelmetallschicht (24)
zumindest einen Teil einer dem Keramikplattchen (20) abge-
wandten Seite der unteren Substratmetallisierung (22) bedeckt;
Positionieren eines Zinn enthaltenden Lotes (3) zwischen der un-
teren Chipmetallisierung (12) und dem Chipmontagebereich (1');
Herstellen einer Diffusionslotschicht (3") durch Aufschmelzen und
nachfolgendes Abkihlen des Lotes (3), die den Halbleiterchip (1)
an der unteren Chipmetallisierung (12) im Chipmontagebereich
(1" fest mit der oberen Substratmetallisierung (21) verbindet;
Bereitstellen einer Bodenplatte (5), die eine Oberseite (5t) auf-
weist;

Aufbringen einer zweiten Edelmetallschicht (53 ) auf die Oberseite
(5t) der Bodenplatte (5);

Positionieren einer silberhaltigen Paste (4) zwischen der zweiten
Edelmetallschicht (53) und der auf die untere Substratmetallisie-
rung (22) aufgebrachten ersten Edelmetallschicht (24 );

Herstellen einer Sinterverbindungsschicht (4') zwischen dem Sub-
strat (2) und der Bodenplatte (5), indem das Substrat (2) in einem
vorgegebenen Temperaturbereich fur eine vorgegebene Zeit mit
einem vorgegebenen Anpressdruck (F1) gegen die Bodenplatte

(5) gepresst wird;



Bereitstellen eines als Bonddraht oder als Metallb&ndchen ausge-
bildeten Bondelementes (6 , 7 );

Herstellen einer Bondverbindung zwischen dem Bondelement (6,
7) und der oberen Chipmetallisierung (11), indem ein Abschnitt
des Bondelementes (6, 7) mittels eines Bondwerkzeuges (8) auf
der ersten Oxidationsschutzschicht (13) positioniert und unter lo-
kaler Zerstorung der ersten Oxidationsschutzschicht (13) gegen

den Leistungshalbleiterchip (1) gepresst wird.“

Die Anspriche 1 nach den Hilfsantragen 1 bis 3 sind durch sukzessive
Hinzunahme weiterer Merkmale aus Unteransprichen des erteilten Pa-
tents gebildet worden. Beim Anspruch 1 nach dem 1. Hilfsantrag wurde
an diesen Anspruch noch das Merkmal des erteilten Unteranspruchs 19

angefugt, das lautet:

,wobei

das Herstellen der Sinterverbindungsschicht (4‘) nach dem Her-
stellen der Diffusionslotschicht (3‘) erfolgt; und

das Herstellen der Bondverbindung nach dem Herstellen der Sin-

terverbindungsschicht (4°) erfolgt.”
Beim Anspruch 1 nach dem 2. Hilfsantrag wurde zusétzlich hierzu an das Merkmal
,Bereitstellen eines als Bonddraht oder als Metallbandchen ausgebildeten Bon-

delementes (6 , 7 )“ die Angabe

,das aus Kupfer oder aus einer Kupferlegierung gebildet ist, oder

Kupfer oder eine Kupferlegierung aufweist®

aus dem erteilten Unteranspruch 12 angeftigt.



Beim Anspruch 1 nach dem 3. Hilfsantrag wurde auf3er den vorgenann-
ten Zusatzmerkmalen noch die Angabe

LAufbringen einer zweiten Oxidationsschutzschicht (23) auf die
obere Substratmetallisierung (21), wobei der Chipmontagebereich
(1) frei bleibt und nicht von der zweiten Oxidationsschutzschicht
(23) bedeckt wird*,

aus dem erteilten Unteranspruch 15 ergéanzt, wobei dieses Merkmal nach
der Angabe ,Festlegen eines Chipmontagebereichs (1), in dem der
Leistungshalbleiterchip (1) mit der oberen Substratmetallisierung (21)
verbunden werden soll, auf der oberen Substratmetallisierung (21)“ in

den Anspruchswortlaut eingefiigt wurde.

Hinsichtlich der jeweiligen Unteranspriiche sowie hinsichtlich der weite-

ren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig und begriindet. Das angegriffene Patent war geman
§ 21 Abs. 1 Nr. 5 PatG zu widerrufen, da die Verfahren nach den Ansprichen 1
des Hauptantrages bzw. der Hilfsantrage nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit
des Fachmanns beruhen (§ 4 PatG).

1. Die in der elektronischen Akte des DPMA als ,Aufrechterhaltung- Signiert* be-
zeichneten Dateien enthalten, ebenso wie die Dokument-Anzeigen in den Signa-
tur-Dateien, mehrere Beschlusstexte, so dass eine prézise Bestimmung der Ur-
schrift ebenso wie die Zuordnung der Signaturen problematisch ist. Da der Tenor
und die Griinde der mehrfach vorhandenen Beschlusstexte jedoch lbereinstim-

men, ist der Inhalt der Entscheidung, die mit den qualifizierten Signaturen verse-
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hen werden sollte, zumindest bestimmbar (vgl. BPatG BIPMZ 2014, 355, 356 -
Anordnung zur Erfassung von Beruhrungen auf einer Tragerplatte), weshalb der
Senat keine Veranlassung sieht, das Verfahren nach 8§ 79 Abs. 3 PatG an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurlickzuverweisen.

2. Zudem ist auch die Voraussetzung fir die Uberprufung des Patents im vorlie-
genden Einspruchsbeschwerdeverfahren erfillt (Schulte, PatG, 9. Aufl., § 59, Rdn.
150 und 152), denn der vorangegangene Einspruch ist frist- und formgerecht ein-
gelegt und mit Grinden versehen, wobei die Einsprechende in ihrem Einspruchs-
schriftsatz auch die fir die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes mal3-
geblichen tatsachlichen Umstande im Einzelnen so dargelegt hat, dass Patentamt
und Patentinhaber ohne eigene Ermittlungen daraus abschlieRende Folgerungen
fur das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen kdnnen
(Schulte PatG, 9. Auflage, § 59, Rdn. 84 bis 86).

3. Das Patent betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines hochtemperaturfesten

Halbleitermoduls.

Bei Leistungshalbleitermodulen muss die im Betrieb anfallende Verlustwarme ab-
gefuhrt werden. Hierzu werden die Leistungshalbleiterchips auf metallisierten Ke-
ramiksubstraten montiert, die ihrerseits auf einer massiven warmeableitenden Bo-
denplatte angeordnet sind. Wegen der hohen Chiptemperaturen wird die Verbin-
dung zwischen dem Leistungshalbleiterchip und der Oberseite des Keramiksub-
strats mittels einer Diffusionslotschicht und die Verbindung zwischen der Unter-
seite der Keramik und der Bodenplatte mittels einer Drucksinterverbindung herge-
stellt. Die auf der Oberseite des Leistungshalbleiterchips vorgesehenen Kontakte

werden durch Bonddrahte angeschlossen.

Die herkdbmmliche Herstellung einer solchen Anordnung fiihrt jedoch zu Proble-
men. So erfordert die Herstellung der Diffusionslotverbindung zwischen dem

Halbleiterchip und der Oberseite der Keramik eine ausreichend hohe Lottempera-
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tur, was dazu fuhrt, dass die aul3erhalb der Diffusionsverbindung befindlichen
Oberflachen der Substratmetallisierungen und die obere Chipmetallisierung durch
den Umgebungssauerstoff oxidiert werden. Damit weisen die auf diese Flachen
aufgebrachten Bondverbindungen keine Langzeitstabilitéat auf, da sich auf oxidier-
ten Flachen generell keine guten und dauerhaften Bondverbindungen herstellen

lassen.

Zwar konnte man die Oxidation dieser Flachen durch Léten in einer Vakuumkam-
mer verhindern, jedoch erfordert die Herstellung der Drucksinterschicht zwischen
der Unterseite der Keramik und der Bodenplatte in jedem Fall eine Sauerstoff ent-
haltende Atmosphare. Zur Herstellung der beiden Verbindungen nacheinander
misste also ein Wechsel vom Vakuum zu einer Prozessatmosphare oder umge-
kehrt erfolgen, so dass man einen langeren Prozess und in der Folge einen gerin-

geren Durchsatz und somit letztendlich h6here Kosten in Kauf nehmen musste.

Wird andererseits die Drucksinterverbindung als erste der beiden Verbindungen
hergestellt, kAme es bei diesem Vorgang zu einer Oxidation der oberen Substrat-
metallisierung und der Chipkontakte, was in der Folge die Qualitdt der Bondver-
bindungen auf den Chipkontakten und der Diffusionslétung zwischen der Keramik

und der Unterseite des Chips verschlechtert.

Die weiterhin verbleibende Mdglichkeit, zuerst die Bond- und dann die anderen
Verbindungen herzustellen, scheidet aus, da nachfolgend keine Drucksinterver-
bindung zwischen dem Substrat und der Bodenplatte mehr erzeugt werden kann,
da hierzu ein flachiger Anpressdruck auf die Anordnung ausgetbt werden muss,
was bei bereits bestehenden Drahtbonds auf der Chipoberseite aber nicht mdg-

lich ist, weil die Drahtbonds dem erforderlichen hohen Druck nicht standhalten.

Angesichts dessen besteht die dem Streitpatent als technisches Problem zu-
grunde liegende Aufgabe darin, ein Verfahren zur Herstellung eines Leistungs-

halbleitermoduls bereitzustellen, bei dem ein metallisiertes Keramiksubstrat
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hochtemperaturfest und langzeitstabil mittels einer Sinterverbindungsschicht mit
einer Bodenplatte und mittels einer Diffusionslotschicht mit einem Leistungshalb-
leiterchip verbunden wird, vgl. insoweit die Abschnitte [0001] bis [0005] und [0009]

des Streitpatents.

Diese Aufgabe wird durch das Verfahren nach dem Anspruch 1 des Streitpatents
geldst. Demzufolge zeichnet sich das Verfahren zur Herstellung eines Leistungs-
halbleitermoduls dadurch aus, dass ein Leistungshalbleiterchip mit einer oberen
und einer unteren Chipmetallisierung aus Kupfer oder aus einer Kupferlegierung
und ein Substrat aus einem flachen Keramikplattchen mit einer oberen Substrat-
metallisierung und einer unteren Substratmetallisierung aus Kupfer oder aus einer
Kupferlegierung verwendet werden. Nachdem eine erste Oxidationsschutzschicht
auf die obere Chipmetallisierung aufgebracht worden und somit zumindest ein Teil
der dem Halbleiterkdrper abgewandten Seite der oberen Chipmetallisierung mit
der Oxidationsschutzschicht bedeckt worden ist und aul3erdem ein Chipmontage-
bereich auf der oberen Substratmetallisierung festgelegt worden ist, in dem der
Leistungshalbleiterchip mit der oberen Substratmetallisierung verbunden werden
soll, wird eine erste Edelmetallschicht auf die untere Substratmetallisierung so
aufgebracht, dass die Edelmetallschicht zumindest einen Teil einer dem Keramik-
plattchen abgewandten Seite der unteren Substratmetallisierung bedeckt. Durch
Aufschmelzen und nachfolgendes Abklhlen eines zwischen der unteren Chipme-
tallisierung und dem Chipmontagebereich eingebrachten, Zinn enthaltenden Lotes
wird eine Diffusionslotschicht hergestellt, die den Halbleiterchip an der unteren
Chipmetallisierung im Chipmontagebereich fest mit der oberen Substratmetallisie-

rung verbindet.

Das Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 zeichnet sich weiter dadurch aus,
dass auf die Oberseite einer Bodenplatte eine zweite Edelmetallschicht aufge-
bracht und eine silberhaltige Paste zwischen dieser zweiten Edelmetallschicht und
der auf die untere Substratmetallisierung aufgebrachten ersten Edelmetallschicht

positioniert wird, worauf eine Sinterverbindungsschicht zwischen dem Substrat
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und der Bodenplatte hergestellt wird, indem das Substrat in einem vorgegebenen
Temperaturbereich fir eine vorgegebene Zeit mit einem vorgegebenen Anpress-

druck gegen die Bodenplatte gepresst wird.

Des Weiteren wird mit Hilfe eines als Bonddraht oder als Metallbandchen ausge-
bildeten Bondelements eine Bondverbindung zwischen dem Bondelement und der
oberen Chipmetallisierung hergestellt, indem ein Abschnitt des Bondelementes
mittels eines Bondwerkzeuges auf der ersten Oxidationsschutzschicht positioniert
und unter lokaler Zerstérung dieser Oxidationsschutzschicht gegen den Leis-
tungshalbleiterchip (1) gepresst wird.

4. Die Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 und nach den Ansprichen 1 der
Hilfsantrage 1 bis 3 beruhen nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit des Fach-

manns.

Bei dieser Sachlage kann die Zulassigkeit dieser Anspriche und die Neuheit der
Gegenstande dieser Anspriiche dahingestellt bleiben, vgl. BGH GRUR 1991, 120,
121, 1.1 — ,Elastische Bandage®.

Als Fachmann ist ein in der Halbleiterindustrie tatiger und mit der Aufbau-und Ver-
bindungstechnik von Leistungshalbleitermodulen befasster Diplom-Ingenieur der
Elektrotechnik mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss und mehrjahriger

Berufserfahrung anzusehen.

5. Das Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 beruht nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit des Fachmanns, denn es ergibt sich flr diesen in naheliegender

Weise aus dem Stand der Technik.
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Die vom Senat als ndchstkommend angesehene Druckschrift D1 offenbart in den

Worten des Anspruchs 1 ein Verfahren zur Herstellung eines Leistungshalbleiter-

moduls mit den Schritten:

Bereitstellen eines Leistungshalbleiterchips, der einen Halbleiterkérper mit einer
Oberseite und einer Unterseite aufweist, wobei auf die Oberseite eine obere
Chipmetallisierung und auf die Unterseite eine untere Chipmetallisierung aufge-
bracht ist (Fig. 7 zeigt einen Querschnitt durch ein erfindungsgemaliles Leis-
tungshalbleitermodul 1 , das mittels Befestigungsschrauben 8 an einem Kiihl-
korper 4 montiert ist. [...] Der Halbleiterchip 6 umfasst einen Halbleiterkorper 60
sowie eine erste Metallisierung 61 und eine zweite Metallisierung 62 , die auf
einander gegenuberliegenden Seiten des Halbleiterkérpers 60 angeordnet sind
/ Abschnitt [0063] und [0064]),

Bereitstellen eines Substrates, das ein flaches Keramikplattchen mit einer Ober-
seite und einer Unterseite aufweist, wobei auf die Oberseite eine obere Sub-
stratmetallisierung und auf die Unterseite eine untere Substratmetallisierung
aufgebracht ist und wobei die obere Substratmetallisierung und die untere Sub-
stratmetallisierung aus Kupfer bestehen (Das Leistungshalbleitermodul 1 weist
einen Schaltungstrager 5 auf, der einen dielektrischen Trager 50 umfasst, wel-
cher eine strukturierte erste Metallisierungsschicht 51 und eine zweite Metalli-
sierungsschicht 52 umfasst, die auf einander gegenuberliegenden Seiten des
dielektrischen Tragers 50 angeordnet sind. Der dielektrische Trager 50 kann
z.B. aus Keramik oder Kunststoff gebildet sein. Bei dem Schaltungstrager 5
kann es sich beispielsweise um ein DCB-Substrat, ein DAB-Substrat oder ein
AMB-Substrat handeln / Abschnitt [0063], wobei DCB (direct copper bonding) -
Substrate ein- oder beidseitig mit einer Kupferschicht versehene Keramikplatt-
chen sind),

Festlegen eines Chipmontagebereichs, in dem der Leistungshalbleiterchip mit

der oberen Substratmetallisierung verbunden werden soll, auf der oberen Sub-
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stratmetallisierung, Positionieren eines Lotes zwischen der unteren Chipmetalli-
sierung und dem Chipmontagebereich und Herstellen einer Lotschicht durch
Aufschmelzen und nachfolgendes Abkihlen des Lotes, die den Halbleiterchip
an der unteren Chipmetallisierung im Chipmontagebereich fest mit der oberen
Substratmetallisierung verbindet (Ein Halbleiterchip 6 ist mittels einer ersten
Verbindungsschicht 71 , beispielsweise aus einem Lot oder aus einem
elektrisch leitenden Kleber, mit einem Abschnitt der ersten Metallisierungs-
schicht 51 verbunden / Abschnitt [0064]),

Bereitstellen einer Bodenplatte, die eine Oberseite aufweist und Herstellen ei-
ner Verbindungsschicht zwischen dem Substrat und der Bodenplatte mittels ei-
nes Niedertemperaturverbindungsverfahrens (Der mit dem Halbleiterchip 6 be-
stiickte Schaltungstrager 5 ist Uber seine zweite Metallisierungsschicht 52 mit-
tels einer zweiten Verbindungsschicht 72 mit einer Verbindungsflache 2b einer
Bodenplatte 2 verbunden. Die Verbindungsflache 2b ist eine Teilflache von der
nachfolgend auch als Vorderseite 2a bezeichneten Seite der Bodenplatte 2 , auf
der der Schaltungstrager 5 befestigt ist. Da die in dem Halbleiterchip 6 anfal-
lende Verlustwarme dber die Verbindungsflache 2b abgefuhrt wird, ist es vor-
teilhaft, diese moglichst gro3flachig zu wahlen. Die Verbindung zwischen dem
Schaltungstrager 5 und der Bodenplatte 2 kann z.B. durch Loten, mittels eines
Warme leitenden Klebers, oder mittels eines Niedertemperaturverbindungsver-
fahrens, wie es beispielsweise in der EP 0 242 626 B1 beschrieben ist, herge-
stellt werden / Abschnitt [0065]),

Bereitstellen eines als Bonddraht oder als Metallbandchen ausgebildeten Bon-
delementes und Herstellen einer Bondverbindung zwischen dem Bondelement
und der oberen Chipmetallisierung, indem ein Abschnitt des Bondelementes
mittels eines Bondwerkzeuges auf der Metallisierung auf dem Chip positioniert
und an diese angedruckt wird (Der Halbleiterchip 6 ist an seiner ersten Metalli-
sierungsschicht 61 mittels eines Bonddrahtes 7 mit einem weiteren Abschnitt

der strukturierten ersten Metallisierungsschicht 51 verbunden / Abschnitt [0064],
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wobei zum Aufbringen des Bonddrahtes ein entsprechendes Bondwerkzeug
notwendig vorhanden sein muss, das den Bonddraht an die Metallisierung an-
drickt).

Hinsichtlich der Herstellung der Verbindung zwischen dem Schaltungstrager und
der Bodenplatte mittels eines Niedertemperaturverbindungsverfahrens verweist
die Druckschrift D1 in der zuletzt genannten Zitatstelle auf die als Druckschrift D2
in das Verfahren eingefuhrte EP 0 242 626 B1, deren Inhalt somit mit zum Offen-
barungsumfang der Druckschrift D1 gehort.

Gemald dieser Druckschrift wird zur Befestigung eines Leistungshalbleiters auf
einem Substrat ein Drucksinterverfahren eingesetzt, bei dem eine ein Edelmetall
(n&mlich bspw. Silber) enthaltende Paste schichtformig auf die Kontaktierungs-
schicht des Bauelements und/oder die Kontaktoberflache des Substrats aufgetra-
gen wird, das Bauelement dann auf das Substrat aufgesetzt und dann die ge-
samte Anordnung unter gleichzeitiger Ausiibung eines mechanischen Druckes auf
eine Sintertemperatur erwarmt wird (Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur
Befestigung von elektronischen Bauelementen, insbesondere von grof3flachigen
Leistungshalbleitern, auf einem Substrat durch Drucksintern geldst, bei welchem
man a. eine aus Metallpulver und einem Losungsmittel bestehende Paste
schichtférmig auf die Kontaktierungsschicht des Bauelements und/oder die Kon-
taktoberflache des Substrats auftragt, b. dann die aufgetragene Paste trocknet, c.
das Bauelement auf das Substrat aufsetzt und d. dann die gesamte Anordnung
unter gleichzeitiger Austibung eines mechanischen Druckes von mindestens 900
N/cm? auf Sintertemperatur erwarmt / Sp. 2, Zeilen 25 bis 39 // Gemal} einer be-
vorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird als Metallpulver das Pulver eines
Edelmetalles oder einer Edelmetall-Legierung verwendet. Die Verbindungs-
schichten weisen dann besonders niedrige elektrische Ubergangswiderstande auf.
Dabei hat es sich als besonders gunstig herausgestellt, wenn als Metallpulver Sil-
berpulver oder das Pulver einer Silberlegierung verwendet wird / Sp. 2, Zeilen 58
bis Sp. 3, Zeile 8).
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Auf das Verfahren nach der Druckschrift D1 Ubertragen bedeutet dies, dass bei
dem dort beschriebenen Verfahren die Verbindung zwischen dem Substrat und
der Bodenplatte durch eine Sinterverbindungsschicht zwischen dem Substrat und
der Bodenplatte hergestellt wird, indem das Substrat in einem vorgegebenen
Temperaturbereich fir eine vorgegebene Zeit mit einem vorgegebenen Anpress-
druck gegen die Bodenplatte gepresst wird.

Gemall dem in der Druckschrift D2 beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel weisen
dabei sowohl das Substrat als auch die Unterseite des Halbleiterchips eine Kon-
taktoberflache aus Silber auf, d. h. bei dem Verfahren nach der Druckschrift D2
wird vor der Herstellung der Drucksinterverbindung eine erste Edelmetallschicht
auf die untere Chipmetallisierung und eine zweite Edelmetallschicht auf die Ober-
seite des Substrats aufgebracht und eine silberhaltige Paste zwischen den beiden
Edelmetallschichten positioniert. Ubertragen auf das Verfahren nach der Druck-
schrift D1 bedeutet dies, dass dort eine erste Edelmetallschicht auf die untere
Substratmetallisierung aufgebracht wird, so dass diese die dem Keramikplattchen
abgewandte Seite der unteren Substratmetallisierung bedeckt, und dass weiterhin
eine zweite Edelmetallschicht auf die Oberseite der Bodenplatte aufgetragen wird,
so dass die oben schon genannte silberhaltige Paste zwischen der zweiten Edel-
metallschicht und der auf die untere Substratmetallisierung aufgebrachten ersten

Edelmetallschicht eingebracht wird.

Somit unterschiedet sich die im erteilten Anspruch 1 gegebene Lehre von der

Lehre der Druckschrift D1 und der in ihr zitierten Druckschrift D2 dadurch, dass

a) die obere und die untere Chipmetallisierung aus Kupfer oder aus einer Kup-

ferlegierung bestehen,
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b) eine erste Oxidationsschutzschicht auf die obere Chipmetallisierung aufge-
bracht wird, die zumindest einen Teil einer dem Halbleiterkérper abgewandten

Seite der oberen Chipmetallisierung bedeckt,

C) der Bonddraht auf einer Oxidationsschutzschicht positioniert und unter loka-
ler Zerstorung der ersten Oxidationsschutzschicht gegen den Leistungshalbleiter-

chip gepresst wird, und dass

d) das Lot zum Befestigen des Halbleiterchips auf dem Schaltungstrager Zinn
enthalt und dass die die Befestigung bewirkende Schicht eine Diffusionslotschicht

ist.

Diese Malinahmen liegen jedoch fur den Fachmann nahe und beruhen somit nicht
auf einer erfinderischen Téatigkeit.

So ist es dem Fachmann bspw. aus der Druckschrift D3 bekannt, dass die durch
die Oxidation von Kupfer verursachten Probleme bei der Herstellung von dauer-
haft guten Bondverbindungen zu Kupfer-Metallisierungen von Chips vermieden
werden konnen, indem die entsprechenden Metallisierungsflachen mit einer
Schutzschicht versehen werden, die die bei héheren Temperaturen auftretende
Oxidation des Kupfers verhindert (An integrated circuit die (10) has a copper
contact (16, 18), which, upon exposure to the ambient air, forms a native copper
oxide. An organic material is applied to the copper contact which reacts with the
native copper oxide to form an organic coating (12, 14) on the copper contact in
order to prevent further copper oxidation. In this manner, further processing at
higher temperatures, such as those greater than 100 degrees Celsius, is not inhib-
ited by excessive copper oxidation. For example, due to the organic coating, the
high temperature of the wire bond process does not result in excessive oxidation
which would prevent reliable wire bonding. Thus, the formation of the organic
coating allows for a reliable and thermal resistance wire bond (32, 34) / Abstract).

Die Oxidationsschutzschicht ist dabei so diinn, dass die Drahtenden der Bond-
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dréhte beim Aufbringen auf die durch die Oxidationsschutzschicht bedeckten Fla-
chen durch diese Schicht durchgedrickt werden, so dass ein guter Kontakt herge-
stellt wird (Also, the organic coating is generally thin, such as, for example, 150
Angstroms or less. Preferably, the coating thickness is less than or equal to 100
Angstroms, and more preferably, less than or equal to 50 Angstroms. Therefore, in
the case of wire bonding, the wire bond is able to break through both the organic
coating and the copper oxide to form a reliable electrical connection to the copper
contact / Abschnitt [0017] // FIG. 3 illustrates integrated circuit die 10 after a wire
bond process where wire bonds 32 and 34 are formed within openings 28 and 30,
respectively. Therefore, using conventional wire bond processes, wire bond 32 is
attached to copper contact 16 to provide an electrical connection to copper contact
16. Similarly, wire bond 34 is attached to copper contact 18 to provide an electrical
connection to copper contact 18. Note that in attaching wire bonds 32 and 34, the
wire bonds break through organic coatings 12 and 14, respectively, in order to
form the electrical connections. Therefore, note that portions of the organic coat-
ings 12 and 14 may remain on integrated circuit die 10 on either side of wire bonds
32 and 34 after the wire bonding process is complete, as shown in FIG. 2 / Ab-
schnitt 0023]).

Diese Vorgehensweise ermdglicht es, die bisher bei der Herstellung von Bondver-
bindungen mit Kupfermetallisierungen bestehenden Probleme zu beseitigen und
so die in der Halbleitertechnologie immer mehr verwendete Kupfer-Verbindungs-
technik einsetzen zu kénnen (In integrated circuit manufacturing, wire bonding is a
well proven method used to connect a semiconductor die having electrical circuitry
to a pin on a component package. It is also becoming increasingly common to use
copper metal interconnects. However, wire bonding directly to copper is not feasi-
ble using existing production assembly equipments due to the instability of the na-
tive copper oxide at wire bonding temperatures (typically greater than 130 degrees
to 170 degrees Celsius) / Abschnitt [0002] // Therefore, a need exists for an im-
proved integrated circuit die having a copper contact which has improved reliability

and thermal resistance, while reducing processing costs and increasing assembly
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yield / Abschnitt [0005].) Dabei kann die jeweilige Kupfer-Metallisierung sowohl auf
dem Chip angeordnet sein und somit den Auf3enkontakt bilden als auch unter dem
Chip vorgesehen sein, wo sie den Substrat- oder Rickseitenkontakt bildet (In one
embodiment of the present invention which uses wire bonding to provide electrical
contacts to the integrated circuit die, copper bond posts may be used on the pack-
age substrate to provide electrical contacts from the package substrate to the inte-
grated circuit die. In this embodiment, a wire bond connection is made to both the
copper contact on the integrated circuit die (i.e. the copper wire bond pad) and the
copper contact on the package substrate (i.e. the copper bond post) / Abschnitt
[0026]).

Angesichts dieser Hinweise in der Druckschrift D3 liegt es fir den Fachmann
nahe, die in der Halbleitertechnologie ohnehin weit verbreitete Kupfer-Metallisie-
rungstechnik auch bei der Herstellung von Leistungshalbleiter-Modulen gemaf
dem Verfahren nach der Druckschrift D1 einzusetzen und dort die aus der Druck-
schrift D3 bekannten Mallnahmen zur Herstellung dauerhaft guter Bondverbin-
dungen zu den Kupfer-Metallisierungsflachen auf dem Chip und dem Substrat zu
treffen. Damit werden dort insbesondere die negativen Folgen der beim Drucksin-
tern unvermeidlichen Oxidation der Kupferflachen fur die Qualitat der Bondverbin-
dung vermieden. Damit kénnen die vorangehend unter a), b) und c) genannten

MalRnahmen keinen Patentschutz begrinden.

Die verbleibende, oben unter d) genannte Malinahme, wonach das Lot zum Be-
festigen des Halbleiterchips auf dem Schaltungstrager Zinn enthalt und wonach
die die Befestigung bewirkende Schicht eine Diffusionslotschicht ist, liegt fur den
Fachmann bei der Herstellung von Leistungshalbleitermodulen ebenfalls nahe. So
wird schon bei dem Verfahren nach der Druckschrift D1 der Halbleiterchip mittels
einer Lotverbindung auf der Metallisierungsschicht des Keramiktragers befestigt,
wobei der vorstehend definierte Fachmann aufgrund seiner Fachkenntnisse weil3,
dass es bei der Herstellung von Leistungshalbleiter-Modulen hinsichtlich der Qua-

litat der Verbindung besonders vorteilhaft ist, den Halbleiterchip mittels einer Diffu-
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sionslotschicht auf einem Substrat zu befestigen, da hierbei eine Verbindung ent-
steht, die auch hohen thermomechanischen Beanspruchungen standhalt, wobei
das Lot Zinn (Sn) enthalt, vgl. als Beleg fir diese Fachkenntnisse die Druckschrift
D6 (Halbleiterchips, beispielsweise Leistungshalbleiterchips, kdnnen auf Substra-
ten oder auf anderen Halbleiterchips unter Verwendung von Létverfahren montiert
werden / Abschnitt [0002] // Auf die Halbleiterchips [...] kann Lotmaterial aufge-
bracht sein. Wenn als Verbindungstechnik zum Verbinden der Halbleiterchips mit
den Substraten Diffusionsloten verwendet wird, werden Létmaterialien verwendet,
die nach dem Ende des Lotvorgangs an der Grenzflache zwischen dem Halb-
leiterchip und dem Substrat aufgrund von Grenzflachendiffusionsprozessen zu
intermteallischen Phasen fiihren. In diesem Fall ist die Verwendung von AuSn,
AgSn, CuSn, Sn Agin oder Culn-Lotmitteln denkbar / Abschnitt [0014] // Um die
erste Flache 12 des Halbleiterchips 10 mit dem Substrat 11 zu verbinden, kann ein
Diffusionslotprozess verwendet werden. [...] Wahrend des Lotprozesses erzeugt
das Lotmaterial 15 eine metallische Verbindung zwischen dem Halbleiterchip 10
und dem Substrat 11, die aufgrund der Tatsache, dass das Lotmaterial 15 eine
temperaturbestandige und hochgradig mechanisch stabile intermetallische Phase
mit hoch schmelzenden Materialien des Halbleiterchips 10 und des Substrats 11,
die verbunden werden sollen, bildet, hohen Temperaturen widerstehen kann. In
dem Prozess wird das bei niedriger Temperatur schmelzende Létmaterial 15 voll-
standig umgewandelt, d. h. es geht vollstandig in die intermetallische Phase uber.
/ Abschnitte [0024] und [0025] // Fig. 2 zeigt schematisch einen Querschnitt der
Grenzflache zwischen dem Halbleiterchip 10 und dem Substrat 11 der Vorrichtung
100. [...] Ferner ist in Fig. 2 die intermetallische Phase 16 zwischen dem Halb-
leiterchip 10 und dem Substrat 11 dargestellt. Wahrend des L6tprozesses kdnnen
in der Nahe der ersten Flache 12 Mikrohohlraume 19 erzeugt werden. [...] Der
Anteil der Mikrohohlrdume 19 in der intermetallischen Phase 16 ist unterkritisch,
so dass die Mikrohohlrdume 19 die elektrische Leitfahigkeit zwischen dem Halb-
leiterchip 10 und dem Substrat 11 nicht beeinflussen. Die Mikrohohlrdume 19 kén-
nen jedoch thermomechanische Beanspruchungen verringern, die aus den unter-

schiedlichen Warmeausdehnungskoeffizienten des Halbleiterchips 10 und des
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Substrats 11 entstehen kdnnen. Falls in der intermetallischen Phase 16 ein Riss
auftritt, der durch eine Scherbeanspruchung verursacht ist, kann der Riss durch
einen oder mehrere der Mikrohohlraume 19 angehalten werden, wie durch den
Pfeil 20 in Fig. 2 angegeben ist. Somit verhindern die Mikrohohlrdume 19 einen
vollstandigen Bruch der Létverbindung / Abschnitt [0028]).

Damit beruht das Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 nicht auf einer erfinde-

rischen Tatigkeit des Fachmanns.

6. Die von der Anmelderin vorgetragenen Gesichtspunkte kénnen nicht zu

einer anderen Bewertung fuhren.

Das Argument, der Fachmann werde angesichts des damit verbundenen Auf-
wands nicht zwei unterschiedliche Verbindungsprozesse fur die Herstellung der
Verbindung zwischen dem Chip und dem Substrat einerseits und der Verbindung
zwischen dem Chip und der Bodenplatte andererseits wahlen, sondern sich fur die
beste der beiden Technologien entscheiden, vermochte den Senat schon insofern
nicht zu Gberzeugen, als bereits die Druckschrift D1 offenbart, die Verbindung zwi-
schen Chip und Substrat mittels einer Lotverbindung und die Verbindung zwischen
Substrat und Bodenplatte durch ein Niedertemperaturverbindungsverfahren wie
bspw. einen Drucksintervorgang herzustellen, vgl. bspw. die Abschnitte [0064] bis
[0066].

Dartber hinaus kdnnten auch die Darlegungen in der Beschreibungseinleitung der
von der Anmelderin als Beleg fiir ihre Argumentation genannten Druckschrift D14
nicht zu einer anderen Bewertung fiihren. Zwar trifft es zu, dass der Einsatz der
beiden vorgenannten unterschiedlichen Prozesstechnologien zur Herstellung der
Verbindungen einen erhéhten technologischen Aufwand erfordert und die Her-
stellungskosten erhoht, wie es in der Druckschrift D14 im Abschnitt [0004] darge-
legt wird. Im selben Abschnitt fuhrt die Druckschrift D14 jedoch aus, dass der
Fachmann angesichts der spezifischen Vorzige der beiden Prozesstechnologien
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durchaus in Betracht zieht, die beiden verschiedenen Prozesstechnologien mitei-
nander zu verbinden. Da er bei seiner Entscheidung nicht allein Aufwand und
Kosten, sondern mindestens in gleichem Mal3 die mit der aufwandigeren und teu-
reren Vorgehensweise erreichte Verringerung der Empfindlichkeit gegenlber
thermischen Lastwechseln eines Leistungshalbleitermoduls bericksichtigt und die
dauernden thermischen Lastwechsel bei modernen Leistungshalbleitermodulen
ein Hauptproblem flr die Langzeitstabilitdt des Moduls darstellen, liegt die Verbin-
dung beider Verbindungstechnologien zur Vermeidung dieser Probleme fir den
Fachmann nahe, da hier der héhere Aufwand mit einer Verbesserung des Pro-
dukts einhergeht, wie die Druckschriften D1, D2 sowie D3 und auch die Druck-

schrift D12 erlautern bzw. belegen.

Auch das Argument, die beim Herstellen von Leistungshalbleitern verwendete
Dickdraht-Bondtechnologie weiche grundséatzlich von der in der Druckschrift D3
offenbarten Technik des thermisch unterstitzten Ultraschall-Dinndrahtbondens
ab, so dass die Hinweise in der Druckschrift D3 nur fir das Bonden von Nieder-
spannungschips zutrafen, konnte nicht tGberzeugen. Abgesehen davon, dass der
Anspruch 1 keinerlei Beschrankung auf ein bestimmtes Bondverfahren lehrt, gel-
ten die in der Druckschrift D3 gegebenen Hinweise allgemein fur das Bonden von
Kupfer-Metallisierungen, wobei im Abschnitt [0027] sogar explizit auf die Anwen-
dung der dort genannten Malinahmen auch bei Leistungshalbleitern (power device

applications) hingewiesen wird.

7. Auch das Verfahren nach dem Anspruch 1 des 1. Hilfsantrages beruht nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns. Denn die in dem Zusatzmerk-
mal dieses Anspruchs angegebene Reihenfolge, dass das Herstellen der Sinter-
verbindungsschicht nach dem Herstellen der Diffusionslotschicht und das Her-
stellen der Bondverbindung nach dem Herstellen der Sinterverbindungsschicht
erfolgt, ergibt sich fur den Fachmann aus den technischen Gegebenheiten des

Verfahrens nach Anspruch 1 des Hauptantrags.
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Der Lehre des Anspruchs 1 zufolge wird die obere Chipmetallisierung (11) mit der
ersten Oxidationsschutzschicht (13) abgedeckt, der Chipmontagebereich (1) auf
der oberen Substratmetallisierung (21) festgelegt, in dem der Leistungshalbleiter-
chip mit der oberen Substratmetallisierung (21) verbunden werden soll, und eine
erste Edelmetallschicht (24) auf die untere Substratmetallisierung (22) aufge-
bracht, so dass die erste Edelmetallschicht (24) zumindest einen Teil einer dem
Keramikplattchen (20) abgewandten Seite der unteren Substratmetallisierung (22)
bedeckt. Logischerweise muss bei dieser Vorgegehensweise als erster Verbin-
dungsprozess das Herstellen der Diffusionslotschicht, d.h. das Befestigen der
Unterseite des Chips auf dem Chipmontagebereich der oberen Substratmetallisie-
rung erfolgen, denn andernfalls, also beim Herstellen der Sinterverbindungs-
schicht als erstem Verbindungsprozess wirde die im vorangehend angegebenen
Zustand ungeschutzt frei liegende obere Substratmetallisierung auf der Chipmon-
tageflache beim Sintervorgang (der unter Luftsauerstoff stattfindet) oxidieren, wo-
mit der in diesem Fall dann folgende Diffusionslétvorgang behindert und die Qua-
litat der Verbindung herabgesetzt wirde, vgl. Abschnitt [0004] des Streitpatents.
Diese Reihenfolge scheidet fir den Fachmann somit aus.

Dass das Herstellen der Bondverbindung dann nach dem Herstellen der Sinter-
verbindungsschicht erfolgt, ergibt sich fir den Fachmann daraus, dass ein mit
Bondverbindungen versehener Chip keinem Sintervorgang mehr unterworfen wer-
den kann, denn bei diesem muss Druck auf den Chip aufgebracht werden, was

eine bereits bestehende Bondverbindung zerstéren wirde.

8. Auch die in den Anspruch 1l nach dem 2. Hilfsantrag aufgenommene
Zusatzangabe, dass das als Bonddraht oder als Metallbandchen ausgebildete
Bondelement ,aus Kupfer oder aus einer Kupferlegierung gebildet ist, oder Kupfer
oder eine Kupferlegierung aufweist®, beruht nicht auf einer erfinderischen Tatig-
keit. Denn die Verwendung von Kupferdréahten als Bonddrahte ist bspw. aus den
Druckschriften D3 (vgl. Abschnitt [0012]), D11 (vgl. Abschnitt [0005]) und D12 (vgl.
Abschnitt [0032]) bekannt und somit fachiblich, wobei die beiden letztgenannten
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Druckschriften sich jeweils bereits mit der Kontaktierung von Leistungshalbleiter-
bauelementen mit solchen Kupfer-Bondelementen beschatftigen.

9. Schlie8lich kann auch das in den Anspruch 1 nach dem 3. Hilfsantrag
aufgenommene Zusatzmerkmal keinen Patentschutz begriinden, das angibt, dass
eine zweite Oxidationsschutzschicht auf die obere Substratmetallisierung aufge-
bracht wird, wobei der Chipmontagebereich frei bleibt und nicht von der zweiten

Oxidationsschutzschicht bedeckt wird.

Denn fur den Fachmann liegt es nahe, eine solche Mal3nahme bei dem Verfahren
nach der Druckschrift D1 nach dem Festlegen des Chipmontagebereichs auf der
oberen Substratmetallisierung durchzufiihren, denn andernfalls wirde das Kupfer
der oberen Substratmetallisierung des DCB-Substrates (vgl. in der D1 Abschnitt
[0063]) in dem aulRerhalb der Chipmontageflache freiliegenden Bereich bei den
sich anschlieenden Verbindungsvorgangen oxidieren, so dass hier wie bei der
oberen Chipmetallisierung keine ordnungsgemafRe Bondverbindung mit diesem
Kontakt zustande kommen kénnte, wie sich aus den Darlegungen in der oben be-
reits gewirdigten Druckschrift D3 ergibt. Somit liegt es nahe, hier entsprechend

der Lehre der Druckschrift D3 eine (weitere) Oxidationsschutzschicht vorzusehen.

10. Die Unteranspruche fallen wegen der Antragsbindung jeweils mit dem An-
spruch 1 des entsprechenden Anspruchssatzes, vgl. BGH GRUR 2007, 862, Leit-

satz, Abschnitt [22] - ,InformationstUbermittlungsverfahren 11

11. Bei dieser Sachlage war der Beschluss der Patentabteilung aufzuheben

und das Patent zu widerrufen.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten - vorbehaltlich des Vorliegens der
weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere einer Beschwer - das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfah-

rensméangel gerigt wird, nadmlich

1. dass das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder stillschwei-
gend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften ber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt als Bevollmachtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133
Karlsruhe, einzureichen oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt als Bevollméchtigten in elektronischer Form bei der elektronischen
Poststelle des BGH, www.bundesgerichtshof.de/erv.html. Das elektronische Do-
kument ist mit einer prufbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem
Signaturgesetz oder mit einer prufbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur

zu versehen. Die Eignungsvoraussetzungen fur eine Prifung und fir die Formate
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des elektronischen Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichts-
hofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Dr. Stro3ner Brandt Dr. Friedrich Dr. Hoppe
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